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1 Eigenschaf ‘ T 24 to f ®
. igenschaften ~ Lo< | 7
1.1. Mechanische Ausfihrung * lE *_3;3_
1.1.1. Gehduseart: JEDEC = /744 8
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Rerarnik 1 7 7 1 —— 77—
1.13. Gehauseoberflache: e 20N 5641 — 57—
1.1.4.  AnschiuBdrahte 18tbar vzin/vgol 7 rstmal
Formel- Wert MeBbedingung
a2 Grenzwerte zeichen
1.21.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 65 V| 9= °C
1.22.  Koliektor-Emitter-Spannung: Uecso 35 VI|d= °C
1.2.3.  Emitter-Basis-Spannung: Uego 40 V| B, = °C
1.24.  Kollektorstrom: Ic 50 A 9, = °C -
1.2.5. Verlustleistung: Piot W | 9= 25 °C
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): B ~65°C Lrs + 0 °C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: & 20 °C
128. Lottemperatur: 9 245 °C t=< S s
BeO | 5N 9625 Teil 2
1.3. Kennwerte bei 25°C . (GIFTIG)| BEACHTEN
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: -~ leso £ 10 mA | Us= 30 Vo , —
v Icso — A | Usg= Vidy = °C
1.3.2.  Emitter-Reststrom: lesg s 50 maA Ugg= 40V
1.33. Grenzfrequenz: fr — Hz | Uez= V.ie = Af= MHz
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B 2 50 Ues= $0 V.ic = 100 mA
1.3.5.  Wechselstrom- Verstdrkung: Vor 2 84 dB | Uee=28 VP = 7 Wit= {75 MHz
1.36.  Kollektor-Sattigungsspannung: Ucesar — Vv ic = Alg = A
UcEsat - V|l = Alg = A
13.7. Basis-Sattigungsspannung: Usggsat —_— v le = Alg = A
1.3.8.  Kollektor-Sperrschicht-Kapazitit: Ccs £ 15 pF Ug=J0 Vig= 0 Af=07 {0MHz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces — pF Ugg = V,le = A f= MHz
1.3.10. Warme-innenwiderstand: Ring s/7°Cr W
1.3.11. Warmewiderstand: Rihy — °C/mW
1372 Ausqongslersiung . A = 7 W \lUpg= 28 VFy=: [ NWF: 175 MHz
p = &0 %

1.L Hinweis :  Maximales Anzwgsdrehsoment: 6,5 in -1b % 7,5 ca kp
1.5 Ubrige elektr. Werte nach Datemblatt - Motorola OS 5263 R1

1.6 Zubehorteile

1.7 Vorsicht : Dieses Bautsil snthalt Beryllius-Oxid dessen Staub giftig.ist. Sofern die Beryllius-Oxid-Keramik
nicht beschidigt wird ist das Teil ongefdhrlich.

1.8 Lieferart: Schutzverpackt gegen Beschidiqung



< Transistor
NPN - Silizium Motoralk‘
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1. Eigenschaften & N o < ]
1.1. Mechanische Ausfihrung Q.o t 3,3’} A Z)‘ |
" 1.1.1. Gehauseart: 145 A -01 } I s3] - f—— §
112 Gehausewerkstoff:  Aerarwk/Mefall If it
1.1.3. Gehauseoberliche: Mefa/l rergoloel 77 ®
114.  Anschiusfatnen (Stbar vgol S 97 D esatmal
Formel- Wert MeBbedingung
12 Grenzwerte S zeichen
12.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso &5 V| 8= °C
1.22.  Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 75 V| 8= °C, [p = 200mA, Ig = 0
123. Emitter-Basis-Spannung: Uego 40 vV | 8, = °C, p* OmA Ip-0
12.4. Kollektorstrom: Ic 30 A | 8, = °C -
125. Verlustleistung: Prot J0 W |4 6= 25 °¢c
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): B, -65°C s ~200°C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: & 200 °C
1.2.8. Lottemperatur: ' 245 °C
13. Kennwarte bei 25°C /"VBE - #
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: lero £ 10 mA | g A
Iceo - A °c
1.32. Emitter-Reststrom: leso — A
1.33. Grenzfrequenz: fr/tg — Hz Af= MHz
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: 8 mun.” 50 U= 50 V.lce = A0 mA
1.35. Wechselstrom-Verstarkung: Vo 2 §2 dB | Ug=28 V.Ro= 20 Wit={D MHz
13.6. Kollektor-Sattigungsspannung: Ucksat - v le = Alg = A
UcEsat - Vil = Alg = A
1.3.7. Basis-Sattigungsspannung: Uggsot - v le = Alg = A
1.3.8.  Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ces £ X5 poF | Ug= Vilg= 0 At=q/~1 MHz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces — pF Ugg = V,ic = Af = MH2
1.3.10. Warme-innenwiderstand: Ring < j, F5°C/ W
1.3.11. Warmewiderstand: Rinu — °C/mW
132 Ausgangslersturg » A S 2 W | Ye= 8 VFr= 3 W F- 175 M

1.4 Hinweis :  Jayimales Anzugsdrehsomeat: 6 in -1b 27,5 ca kp
1.5 Ubrige elektr. Werte nach Moterela - Dateabuch 1970 (S. 6-1069 ff.)
1.6 Zubehorteile 7uym Lieferwafang. gendrt eine Sechskantmutter

1.7 Vorsicht : pjeses-Bawteil enthilt Beryllive-Oxid dessen Stawb giftig ist. Sofern die Borylliun-Oxid-Kersaik
nicht beschadigt vird- ist das Teil wagefinriich.

1.8 Lieferart : Schutzverpackt gegen Beschadigung
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E
Eigenschaften
Mechanische Ausfihrung
Gehauseart: #4S A-07

A

2570 53

——

Gehausewerkstofi: Kerarrk-/7etall
Gehauseoberflache:  Mefall vergolaet

AnschiuBfasinen lorbar rgol

Grenzwerte
Koliektor-Basis-Spannung:
Kollektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollektorstrom:

Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 25°C
Koliektor-Reststrom:

Emitter-Reststrom:
Grenzfrequenz:
Gleichstrom-Verstarker-Faktor:
Wemselstrom-Verstérkung :
Kollektor-Sattigungsspannung:

Basis-Sattigungsspannung:
Koliektor-Sperrschicht-Kapazitat:
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
Warme-innenwiderstand:
Warmewiderstand:

Ausgangslersiurg -

Hinweis : Maximales Anzugsdrehsement: 6,5 in -1b 2 7.5 cu kp
Ubrige elektr. Werte nach Netorsla - Datenbuch 1970 {S. 6 - 1069 ff.)

Zubehdrteile  Zum Liefarusfang gehdrt eine Sechskantsutter
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Formel- Wert MeBbedingung
Zeichen
Ucso 65 V| 9, = °C
Uceo 75 V| 8= °C, p=00mA, =0
UEBO 4;0 v ﬂu = °Cc /[ = 10 mA/ /C = 0
IC 5,0 A \'}u = OC -
Prot 60 W | 8,= 25 °C
s ~60%C b6 »200°C
¥ 200 °C
il °C | t= s ,
BeQ 5N 9625 Tetil 2
(GIFTIG)] BEACHTEN
lcao o S 40 mA B UC3 = ﬂ v, /5, s 0 /‘1 . T ’
lcso — A | Ua= Vg, = °c
leo — A | Ug= v
f1/fg - Hz Uce Ve = Af= MHz
B mun: 5,0 Uce = 50 V,lc =300 mA
Vor 2 J6 dB | Uiz=28 V.R= 40 Wti= 775 Mz
Ucesat - JV le = Alg = A
UCES:! _— \ IC = A, IB = A
Uggsat — Vil = Alg = A
Ces € 65 ©oF | Us=0 Vig= 0@ At=qgs {MHz
CES — pF UEB = V, ]C = Af= MHz
Ring £292 °C/mwW
Runu — °C/mW
A 2 40 Vo'l [/[5 = 28 ZP,:,- 7 h//f-' 775 MHz

Vorsicht : Dieses.Bauteil enthdlt Beryllium-Oxid.dessen Stasb.giftig ist. Sofern die Beryllium-Oxid-Keramik
nicht beschidigt wird {st das Teil srgefikrlich.

Lieferart :

Schutzverpackt gegea Beschidigung
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Mmtam:a B

- 1963/65

Uberflache o
- "Anschlqurahte

. Kallektar - Basis - Spannung
. Kallektor' Em/tter-Spannung:

Emi tter - Basis - -Spannung :

. Max. Kollektorstrom :
. Verlustleistung :

Termperaturbereich :

.- Sperrschicht - Temperatur:
- Elektrische Werte bei 25%C :

. Kollektor - Reststrom :

. Em[tter.- Reststrom:

Grenzfrequenz :

. Gleichstrom - Verstirkungsfaktor:

-

% Typ aufgestempelt

g 49

o~ -npn - Silizium. 50

NFN z:ec:l:c::srtr

o Metall

66

375

(Kle:nstmam

e

-Néffngehc‘iusw T0 -5 -

gal Ni 6, bzw gal Ni 5 {ba St unterkupfert)
. latbar verZ/nnt '

UCBa‘
UCEO
UEBa

! Cmax.

P tot
'v‘st

¥
lcBo
IcBo
'£Bo
fr

B

Wechselstrom - Verstirkungsfaktor: hg,/f3

. Kollektar-Sattigungsspannung:

Basis - Sattigungsspannung: ‘

Schaltzeiten:(Anstiegszeit)
(Speicherzeit)
(Abfallzeit)

(Rickwidrtserholungszeit)  t

Wirme - Innenwiderstand :

310 Warmewiderstand :

UCEsat
UCEsat
UBE.sat

rr
Ring
Rinu

+

=

60 y
40 y
5 Y
A P rs:
08 W (8, - 25°)
-65°C bis+300°C
200 °C S
Qo5 HAC Ug=30 V)
25~ MAL Upg=30 v, ¥y=150 o)
— Al Ugg= — V)
2250 ~ MHz( lp = 20 md, Uy=20V, F=100/)
40 bis 120 ( Up= 10 Y, [=t0mA)
— ( Ug=— ¥, lg=—AF=—H)
045 V(g = 750 mA, Ig=15mA)
— VO Ip = — A, lg=— A)
13 Vi e = 150 mA, Ig=15mA) .
26 .onsl po= — A Ig=— A)
— s o= T A Ig=—A)
70 nsl le = — A Ig=—A)
— sC I = — A, Ig=—A)
Qo6 °C/mW
022 °c/mW

Motorola - Datenblatt DS 5055,

10/63



iransisior
(pnp - Germanium)

x Typ aufgestempelt ‘—",G&mm‘: / '
Motorola = /
MP939 I

*19(4 c R
| | :—[—I
i 1 U]
£ _E:" /
1 Eigenschaften: ' Normgepiduse: T0O 41
Werkstaff: Qeﬁagse Metall
. Oberflache: . gal Ni 6, bzw. gal NiS Lbei St unterkupfert)
. AnschluBdréhte : litbar verzinnt '
Grenzwerte bei 25°C:

. Kollektor - Basis - Spannung: Urge 4 y

2. Kollektor - Emitter-Spannung : “Ucek 160 i/ 4

. Emitter - Basis - Spannung : ~Uggp 2 . “f v

. Max. Kollektorstrom : ~ 1 cmax. 25 A

. Yerlustleistung : Ptat \,Detwa 80 W (J;=225T)

. Temperaturbereich : 65°C bis +110°TC

. Sperrschicht - Temperatur: ; -65°C bis +110 °C

Elektrische Werte bei 25°C : 9’"
31 Kollektor - Reststrom - L g, =10 mA(- Ug =100 V)
A;"(‘V f,&/ 'cBo — Al Ug=— Y, %y =— or)

. Emitter - Reststrom: = lege  — Al Ugg=— V)

. Grenzfrequenz /7 Frifp — ~ Hz

. Gleichstrom - Verstdrkung;iéaktor': B — o Urp = — Vv, Jp=—A)

13 Wechselsfram-Versf[z'r'kyfvgsfaktar: hep /B — ( Up=— ¥ lg=— AfFf=—H)
X.36. Koilektar-Sdtfigungssp{mnung: - Urgsgt = 05 Vi -Jg =15 A, -/g=15A)
o Urfsat — VO odp = — A lg=— A
4 37 Basis -Sdtt/'gunggfpannung: Uggesat — Ve g o=— A g A
J8. Schaltzeiten'(Ags'z‘iegszeit,’ tp — st g =— A g=—A)
(Speicherzeit) ts — st 4 =— A lg=— A)
CAbfalizeit) tr s 1 ust <l =5 A-Ugs 2 7)
,, (Rickwdrtserholungszeit)  t,.. — st I == A lg=—A)
.39 Wc‘z’rme-/ngénwiders‘tand : Ry — °CimW
0. Warmewiderstand : Rin G 1,0 W
14. Ubr/ge_ ejQ@ Werte nach: Motorola- Datenblatt vom 20.4.64




Si-NPN-Transistor \

- Siemens
P MSC 73501

™ = 4-30
el | L L AM. 81214 -3

@ 8 ’ 8¢0
148

[k

E
—4 129 L———
T ¥ Notes:
220 160 REF. -°f2 1. All Tol. 2010 except where noted.
Ri . . Lo
% (| I t. T 2.0 in inches
Product Description . . Features
The IMPAC?® 81214-30 device is a high power tran- * Refractory/Gold Metallization
sistor specifically designed for L-Band Radar pulsed o Emitte®Ballasted
driver applications. ° Ruggedlzed VSWR 00:1
This device is capable of operation over a wide range o Low Thermal Resistance
of puise widths, duty cycles and temperatures and is « Input/Output Matchi
capable of withstanding co:1 output VSWR at rated P P atching
RF conditlons. Low RF thermal resistance and com- o Overlay G°°’_“°"V
puterized automatic wire bonding techniques ensure o Metal/Ceramic Hermetic Package
high rellability and product consistency. ® Poyr = 26W min. with 7.1 d8 gain -
The MSC 81214-30 is supplied in the IMPAC® 'Hermetic - . Rati
- Metal/Ceramic package with internal Input/Output mat- Maximum Ra ings
ching structures. This device is marked 73501 due to e Poiss 63W (see note)
brand.r" space limitatinns, alg 2.75 Amps (see note)
e Vcg 32V (seerncte! S -
o Tsye =G5°C'a « 700°C
Special Test Conditions
(See Note Below)
Electrical Characteristics (@ 25°C)
SYMBOL CHARACTERISTIC CONDITION MIN TYP MAX UNIT
Pour Output Power to = 1215— 26 36 - w
L
. '~ = eak D
Ne Collector Efficiency Ve = v 28V 45 49 — /s
3 PW = 1000 usec
GP Power Gain 0C = 10% 71 8.5 - a8
8Vcao Collector-8ase Breakdown Voltage :: : 'g :: 55 - - v
BVeso Emitter-Base Breakdown Voltage :: : :,m: 35 - - v
Ices Collector-Emitter Leakage Current ‘62: : 223 - - 5 mA
hFE DC Current Gain :::“ p gx 15 - 150 -
i Tc = 25°C o
0J.c Thermal Resistance " A.E.. 2B Conguons - - 2.4 C/wW

Note: T = 25°C — Rating Applies Only To RF Amplitier Operation

1995



. ____MSC #3501 Seide2

*Typical Relative Power Output & Collector Typical Broadband Power Amplifier i
Efficiency vs Collector Voltage

, S0
100 100 -
I 1 i3 40 ' /
80 percent Pous || " PE —iiasow
H 2
2 . / - - ‘ ;: 30 P = 3.5W
I / 7 i
2 ol wi i ® , Pu=as
S c e O
3 |7 "\_\ £ a 1
e —— s i 1
3 Collector Efficiency ~J ¥ 2
o 40 40 o |
2 g % g
3 3 Pu=sow g
K] o |_—1 w=3sW 9
20 W = 5 20 // Pn=25W W
PW. = 1m.sec — S
D.C. = 10% w0 3§
T.A = 25°C =
0 A <9 0 £ 3
20 22 24 26 28 30 32
Collector Voltage — Volts
3
*Lowest in Operating Band ‘% 2.0:1
) >
3 N Vcc = 28V
a . P.\W. = 1m.sec
e 151 .
- : D.C. = 10%
1" TA = 25°C
1.0:1

1200 1250 1300 1350 1400 1450
Frequency (MHz2)

Maximum Thermal Resistance vs Pulse Width

Thermal Resistance (°C Per Watt)

5.0 v -
111
40 — 1 BE=
e 1
- L1 /7 1
11 .
30l 0C-* son AT
. //;//
1
/—-’::/
. o LA 1T =
20 0.C. = 20
/ t = 1215 MH
/ Vcc = 28V
/ Pue = 5W
0.C. =/ 10% Teasg = $45°C
1.0
0.0
0.1 10 10 102

Pulse Width (milliseconds)



M5C 23501

Typical Input
-lmpedances

1,215 GH >
Xy 1-300 GHz
Zin ’\
——g
O- -Q y
L 1400 GHz
TN
l ~.
Pin = 5.0W i
Ve = +28V 1
Z5 = 50 OHMS
. = tase, 3
BE- S| 13
L RESISTANCE component(-f-), o CoNpUCTaN

TowARD LOAD == 0

Test Circuit

FEEDTHRU BYPASS

SCi 712022 . N
RFC 4T NO. 28 WIRE SUBSTRATE MAT'L:
1080 1.0. (2 PLS.) a1 1025 THK. AL203
MFO
SUBSTRATE MAT'L - +Vee
025 THK. AL203 \
Y

el e

oot
T4 7 =t
INPUT 1 \ foutput | J‘|J PR
25 250
AX
h 'm‘,ozs

. .120

\ JOHANSON 7487

GIGATRIM (0.4-2.5 pN)
(2 PLACES)

g
i
f

i

|
025 | N \
0C BLOCK

500 .| 98— s g \ VARAOYNE 100 pt
RF CONNECTOR 120 L.,_ dd L 108
0.5.MJAMERICON
(2 PLACES) 270 e 220

' 085

——

- 1.000 ——

Owg. No. C-125499

Sene 3



Selfe &

Typical Collector
Load Impedances

&
(2]
"o

5.0w
+28V
50 OHMS

: T |
117
Tt 1

- ~
| el =)

__Msc 73501

e m— ]

" e
o =]

T

T F1.400 GH

Z
1
(
I.SOq GHz

1.215 GHz

—— — }
JACSISTANCE COMPONENT(-2-), OR CONDUCTANC
: S ]



Si- NPN-Transistor

| Maglicher Lieterer: Microwave Semiconductor Corp. S4

po— 2286 ——ey

Ty : MSC 73509 (AM 121L4-60P)

K

ERP-Ber. Nr.:

Detum :

E

c 143 . 'J ™10
EIEIC 1374 13 il.[c 16x45° o
B8 ] i y
> B

0635]|1E '
Eigenschaften 3175 ‘—UJ"

1.1. Mechanische Ausfihrung 3 16,51 5 3,20
111 Gehauseart | | && " | '
A useart: JEDEC /DIN =
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Metall / Keramik ~ I inl
. . X . 2l | = |
1.1.3. Gehauseoberflache: (hermetisch dicht) ’ v— 1
114 i |6tbar - vergoldet
Anschlisse Gtbar - vergol 6375 1029 icht tolerierte MaBe + 0,254
Formel- Wert MeBbedingung
1.2, Grenzwerte zeichen
1.2.1.  Koliektor-Basis-Spannung: Ucso > b5 v | 9,= 25 °c, Ig = 5mA;lg =10
122, Kollektor-Emitter-Spannung: Uce > W v |9,=23 c°c, I = 5 mA; Rog =109
1.23.  Emitter-Basis-Spannung: Ugso > 35 V{e=2 °C, Ig=1ai=0
1.24.  Kollektorstrom: le Al -= °C
1.25. Verlustleistung: Pror w % = °C
1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung): s «65... +150 °C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: W, +200 °C
1.28. Lottemperatur: 9 245 °C t= S s
1.3. Kennwerte bef 25°C~ — - -
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: iczo < 1,0 #A J Up=28 Vv, Ig =0
lcso A | U= V., = °C
1.3.2. Emitter-Reststrom: lggo A Ugg = v
13.3. Grenzfrequenz: frfs Hz Ucg = V.l = Af= MHz
1.3.4.  Gleichstrom-Verstirker-Faktor: B 15...120 Ug= 2 V.ic= 500nmA
135 Ausgangsleistung : 3 Po 3 W UcC = +36 V; Py =10 f = 1,2 Giz
138 Leistungsverstirkung : Yo = 6,8 dB Pulsbreite = 50 ps
1.3.7. Wirkungsgrad : 7. 2 W g Tastverhdltnis = 102
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs pF Ucg = V,lg = A f= MHZ
1.39. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces pF Ugg = Vg = Af= MHZ
1.3.10. Wairme-innenwiderstand: Ring °C/mwW
1.3.11. Wirmewiderstand: Ry °C/mwW
BeO ‘ 5N 9625 Teil
(GIFTIG)] BEACHTEN
1.4 Elektr. Werte nach »
1.5 Zubeharteile
1.6 Vorsicht : pjeses Bauteil enthilt Berylliva-Oxid dossen Staub giftig ist. Sofern dn Boryﬂiu-Oxid-Koralik
mcht beschadi gt vird ist das Teil ungefdhriich.
1.7 Lieferart: Sclutzverpackt gegon Beschidiqung



1.1,

1.1.1,
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

12,
121,
122,
123,
1.2.4.
125.
128
127,
128,

13.
1.3.1.

132
133,
134,
1.35.
1.3.6.
i.3.7.
1.38.
13.9.
1.3.10.
MRERIN

1.4

1.5

1.6

1.7

“Si- NPN-Transistor \.
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c MSC g [T | e LR
i o
? '73 510 4 = A ,{\S/B . M *
. E ocax TIY L
=AM 1244-30P T [ 431
=4 T 639 |E $3,0
Eigenschaften 19 '
Mechanische Austiihrung ?‘?. ‘58"’ _,’q.»:‘z:,(f);-! S 3,20
Gehéauseart: JEDEC /DIN ‘ Sl 17 ' ""'*
Gehausewerkstoff: Mata]] / Keramik :‘\; ’ —=—F I
Gehauseoberfiiche: .(hersetisch dicht) ’ — f ‘
Anschlisse  '6tbar vergoldat 6375 1029 picht tolerierte Mage 0,254
Formel- Wert MeBbedingung
Grenzwerte zeichen
Kollektor-Basis-Spannung: Ucso g 45 Vo= 2 °C, Igc=58A1Tg =0
Kollektor-Emitter-Spannung: Ucep Z 49 Vo= 25 °C, Ig= Smh; Rgg = 102
Emitter-Basis-Spannung: : Ugso z 3,5, V| 8= 25 °c, lE = 1 3A; 'C-' = 0
Kollektorstrom: Ic A 8, = °C
Verlustleistung: Piot w B = °C
Temperaturbereich (Lagerung): iR -65...+190  ©C
Sperrschicht-Temperatur: ' i; . +200  oc
Lottemperatur: B, 5 oc | = 5 s
Kennwerte bei 25°C : -
Kollektor-Reststrom: - Icso < 1,0 nA Us= 28 VvV, lg=10
' ' Icso A | Ugp= V.8, = °c
Emitter-Reststrom: leso A Ugg = v
Grenzfrequenz: frefy Hz Uce = Vg = Af = MHz
Gleichstrom-Verstéarker-Faktor: 8 15...120
Ausgangsleistung : - Pa 2 2 Ug = +36 Vi Pip = 5W; f =1,2 GHz
= 2 sbrei = -
Leistungsverstarkung : Vo ; 6,4 g8 PUlabl’BlEB : 50 us )
Wirkungsgrad : Re s b 1 lastverhdltnis = 10 %
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs pF Ucg = Vg = At = MHz
Emitter-Sperrschicht-Kapazitit: Ces pF Ugg = Vilg = At = MHz
Wirme-innenwiderstand: Ring °C/mw
Warmewiderstand: Ry °C/mw _
BeO 5N 9625 Teil 2
(GIFTIG BEACHTEN

Elektr. Werte nach

Zubehdrteile -

Yorsicht : Dieses Bauteil enthdlt Berylliwn-Oxid-dessen Stasb giftig ist. Sofern dis Bery)liwve-Oxid-Kerasik
nicht beschadigt wird ist das Teil ungefihrlich.

Lieferart:  Schytzverpackt gegen Beschidigung
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Schutzverpackt gegen Beschidigung

:Ly i
e 22,86 — e
?
e M e i | =0 |
C SC ‘ . 3’21 ‘ c 1,6x45° ’
o7
B8 13 5 1' > o ' {5 Al *
< a N &
S8 119
Lndiipla . ~—~— ¢3,’
‘AM'tﬂlf -4 T TRIIE $30
Eigenschaften /]9 ?”7 ~
Mechanische Ausfihrung ég-— 16,51 @0 3,20
Gehauseart: JEDEC /DIN * o'}o‘ 375 i
Gehausewerkstoff: Metall / Keramik ‘:; 1 I a I Il
Gehéauseoberflache: (hermetisch dicht) ’ — l_‘_n__‘ ?
Anschlisse ~ '0tbar® vergoldet 6375 1029 1icnt tolerierts MaBe * 0,25
Formel- Wert MeBbedingung
Grenzwerte zeichen
Kollektor-Basis-Spannung: Ucso > 45 v B, = &2 ,ic=om; Tg= 0
Kollektor-Emitter-Spannung: Ucr > by v o, = 25 oc, Ic = 5 mA; RB£= 0
Emitter-Basis-Spannung: Ueso > 35 v|o,= 2 cc,lg=1mk =0
Kollektorstrom: Ic Al B, = °C
Veriustleistung: Piot Wl b= °C
Temperaturbereich (Lagerung): i -65... 4159 “C
Sperrschicht-Temperatur: i, +200 °c
Lottemperatur: o 245 °c | t= 5 o
"Kennwerte bei 25°C ——— T T
Koilektor-Reststrom: lcso < "1,0nA Ueg = 28 v, g = 0
lcso A | Ug = V.4, = °c
Emitter-Reststrom: lego A Ugg = v
Grenzfrequenz: fr/fg Hz Ucg = V.lg = Af= MHz
Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B 15...120 Up= 5 Vig= - A
Ausgangsleitung : Po 2 5, W Uce = +28 V; Pip = 0,6 W; f =1,2 Gz
Leistungsverstirkung : Vy 2 7,658 Pulsbreite = 50 ps
Wirkungsgrad : M > 50 1 Tastverhdltnis =10 £
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs pF Ucg = V,Ig = A f MHz
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces pF Ugg = V.l = A f MHZ
Warme-innenwiderstand: Rimng °C/mwW
Warmewiderstand: Rihu °C/mW o o
- BeO | 5N 9625 Teil 2
(GIFTIG)] BEACHTEN

Dieses Bawteil enthdlt Beryllium-Oxid dessen: Staub gi f‘tig ftig ist. Sofern die Beryﬂiu-Ond—Karank '
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Lemperature amblante de stockage 1255 C a +>1bO c
Temperature ‘ambiante max1male ‘de fonct
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1onnem8nt "~ 55% & + 150° C

400 ¢/ W (valeur meximale)




